Estudo dos efeitos da implantacao ionica e tratamento térmico
sobre sistemas magnéticos que apresentam

15
acoplamento de troca

&
UFRGS

NVERSIDADE FebEaL Rafael Cichelero hﬂ,m
OO DRSS Julian Penkov Gesheyv, Luis Gustavo Pereira M e
L Laboratoério de Magnetismo, Instituto de Fisica, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil ,
4 N N

Resumo: O fenOmeno de Exchange Bias (EB), descoberto em 1956
por Meiklejohn e Bean em nanoparticulas de Co oxidadas, € observado em
diversos sistemas onde um material ferromagnético (FM) esta em contato
atomico com um material antiferromagnético (AFM). O EB pode ser induzido,
basicamente, de trés maneiras diferentes: por bombardeamento I0nico,
depositando filmes na presenca de um campo magnético ou submetendo a || Exchange Bias:
amostra a um tratamento térmico, também na presenca de um campo || O deslocamento
magnético. A sua manifestacao mais conhecida é o deslocamento em campo || em campo do laco
do ciclo de histerese associado a interacdo de troca na interface FM/AFM, || de histerese
sendo que o AFM deve apresentar uma anisotropia mais forte que o FM. magneética.

O presente trabalho consiste no estudo do EB através da sua
modificacdo e posterior caracterizacao em filmes de Co/lrMn/Cu/Co, IrMn/Co
e Co/lIrMn, utilizando implantacdoes de diferentes materiais com variacao da
dose de implantacéao.
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Implantacdes de germanio e argonio variando a dose Implantacdes de germanio com energia de 200 keV
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Utilizando Ge* com 40 keV observamos que a Jé utilizando Ar* com 40 keV observamos que 0A - Target Depth - -
maioria dos ions implantados nao consegue tanto a camada mais externa como a camada
atravessar a camada de IrMn, provocando apenas  mais interna foram bastante afetadas, devido ao
pequenas mudancas na camada inferior (fase maior alcance dos fons de Ar*, que por sua vez Percebemos que as modificacdes causadas pela implantacdo do Ge enfraqueceu a interacdo de troca e
dura) de cobalto, ja para a camada superior (fase chegando mais energéticos, destruiram de reduziu brutamente a coercividade das amostras (figuras superiores). Comparando com os melhores
mole), percebgmos gr~andes alterago_es, maneira mais violenta a interagao de resultados obtidos, mostrados na tabela acima para o0 mesmo conjunto de amostras, concluimos que a
melhoranqlo a interacao com_determlnada dose. acoplamento das camadas FM/AFM. implantacéo de germanio nao foi eficiente.
Notamos isso facilmente devido a alteracéao do
campo de Hgg ocorre de maneira sutil. Y
- . Y
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Perspectivas:
* Realizar novas implantacdes com diferentes materiais, buscando entender a interacao de diferentes materiais na interface FM/AFM.
» Deposicao de amostras com camada AFM de NiO e posterior a implantacao de Fe*.
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